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電界吸収型変調器集積DFBレーザ(EADFBレーザ)内臓
光通信モジュールは、10Gb/s シングルモードファイバ(SMF)
40km及び80kmの領域で広く商用化されているが、消費電力の
大半は温度制御素子(温調)で使用されている。そこで温度制御
不要で広温度範囲で動作するEADFBレーザの実現による、
光通信モジュールの低消費電力化を目指した。

従来のEADFBレーザはInGaAsP系半導体材料で作製され
ていた。広い温度で動作させるために、温度耐性に優れた
InGaAlAs系半導体材料を用いて、EA変調器及びDFBレーザを
設計・作製した。作製したデバイスで-25℃～100℃の温度範囲
でSMF80km伝送を実現した。

商用化されているEADFBレーザ集積光通信モジュールの消
費電力を約1/3～1/6にすることが可能で、将来の光通信システ
ムの低消費電力・低コスト化に大きく貢献することが出来る。


